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Abstract A single junction InGaN solar cel is investigated numerically. It was found that use of intemal 
巴lectricfield is effective to overcome白eshort carrier life time and diffusion length. By the virtue of drift 
motion of photo-generated carriers induced by the intemal built-in fieldヨthecollection efficiency in也ep-type 
top layer is improved more than several ten times. As也eresult， more than one order of magnitude 











































































































α(1J1l勺=7.91令I>g)4-14.9(1)-I>g/ + 5.32(1)-I>i 
+ 9.61(1)-I>g) + 1.98 
ここに、 E は入射フォトンのエネノレギー で、I>gは混晶のバ
ンドギャップエネノレギーで、ある。後者は下式で与えられも
のとする。



















表 1.シミュ レー ショ ンに用いる材料ノξラメータ
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Dnd2nJdx2 +μnEdnJdx+αP(l-R) exp[ーαx]ー (n-lo)/'n = 0 ，
'nはそれぞ
atx=O (sぽ face)，




Dn dnJdx = Sn(n-lo)， 











光電流は、 Jn(x) = q !lnn E + qDn dnJdx 
値計算はMathematicaを使った。
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